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Адмиттанс-отклик полупроводникового элемента определяется пространственной структурой распределения поверхностного и объемного зарядов, собственным спектром полупроводниковой структуры, внешними условиями, такими как постоянные поля (электрическое и магнитное), переменные поля на различных частотах, интенсивность, частотный состав и направление падения потока излучения, потока и оттока тепла. Существует ряд экспериментальных методов анализа свойств полупроводников, базирующихся на регистрации адмиттанса исследуемой структуры в зависимости от одного из вышеперечисленных параметров.

Как было установлено на основе экспериментальных исследований, адмиттанс спектры в темновом режиме для действительной и мнимой компонент свидетельствуют о появлении в схеме фотовольтаического элемента ненулевой индуктивности, приводящей к выраженным резонансным явлениям для проводимости в диапазоне частот от 80 кГц до 500 кГц. Экспериментально исследованы адмиттанс-спектры при вариации температуры поверхности элемента и освещения, при перегруппировке пространственного заряда внешним напряжением смещения. На рисунке представлены реконструированные структурные схемы, типичные профили адмиттанс-спектров и таблицы номиналов локализованных элементов.
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Рис. 1. Структурная схема, аппроксимирующее RLC-звено, резонансные амплитудно-частотные и фазо-частотные спектры фотопреобразователя типа PERC.
Таблица 1. Параметры элементов аппроксимирующего RLC-звена для PERC-элемента при вариации напряжения смещения.
	Vdc, В
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, нФ
	rsh, Ом
	L, Ф
	RS, Ом

	-1
	112
	9.99*103
	1.78
	2.66

	-0.5
	133
	1.71*104
	1.80
	2.62

	0
	173
	6.18*103
	1.80
	2.58

	0.5
	499
	8.70
	1.69
	2.90

	1
	3186
	2.52
	1.66
	3.01



Экспериментально исследованы электродинамические характеристики для групп из нескольких элементов, соединенных параллельно и последовательно. Для имитации групповых эффектов в массивах элементов также были проведены аппроксимации RLC-звеньями. 

Актуальность задачи подбора структуры RLC-звеньев для имитации электродинамических характеристик фотовольтаических элементов связана с созданием высокоэффективных фотовольтаических массивов: она предоставляет возможность выбора материалов и технологии ячеек.
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